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Оптически активные центры в алмазе, содержащие вакансию и 

примесные атомы (N, N2, Si, Ge и др.), характеризуются высокой фотоста-
бильностью, спектрами поглощения и люминесценции в видимом диапа-
зоне, характеристическими временами люминесценции в масштабе десят-
ков наносекунд [1–3]. Большинство из упомянутых центров сравнительно 
несложно создать в алмазном образце в процессе синтеза алмаза и его по-
слеростовой радиационно-термической обработки. 

Указанные фотоактивные центры характеризуются различным элек-
трон-фононным взаимодействием, поэтому для квантовых информацион-
ных технологий возникает широкий выбор возможностей. NV-центры ха-
рактеризуются интенсивным фононным крылом, тремя зарядовыми со-
стояниями и спиновым расщеплением энергетических уровней в случае 
захвата дополнительного электрона. N2V-центры характеризуются высо-
кой эффективностью возбуждения электронами из зоны проводимости, 
свечением в зеленой области видимого спектра и высоким коэффициен-
том усиления вынужденного излучения. Центры, содержащие вакансию и 
элемент четвертой группы (Si, Ge, Sn), характеризуются высокой интен-
сивностью бесфононной линии и слабым фононным крылом. 

В докладе приводятся результаты исследований оптического по-
глощения, люминесценции, возбуждения спиновых состояний и обсуж-
даются существующие и возможные применения примесно-дефектных 
центров в алмазе, фотоактивных в зеленой и красной областях видимого 
диапазона, для задач интегральной оптики, квантовых коммуникаций и 
квантовых вычислений. 

Исследование было выполнено в рамках государственного задания 
Минобрнауки России, проект № 0721-2020-0048. 
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